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論文の内容の要旨
　本論文は電子供与性の強いTTF（tetrathiafu1valene）系分子を用いた導電性ラングミュア・ブロジェット（LB）
膜の開発および物性研究に関するものである。
　TTF系分子を用いた導電性LB膜のこれまでの研究では，すべて低温で半導体的な挙動を示すものであった。
本研究では，巨視的なスケールでの高い電気伝導度の実現のための条件，メカニズムの解明を行い，具体的な手
法の確立を目指した。
　代表的なTTF誘導体であるEDT－TTF（SC］。）。と互。皿から構成されるLB膜の膜構造と電気伝導性との関連を調
べ，従来のLB膜が低温で半導体的な電気伝導特性を示す原因として，ユ）膜のマクロな構造が半導体的ドメイ
ンと導電的ドメインとの集合体で構成されていること，2）膜のミクロ構造がもたらす電子系が低次元化しやす
いことがあり，これらが，ユ）膜を構成する分子の不十分な両親媒性，2）長鎖アルキル基による面内充填構造
に源があることを明らかにした。
　上の結果をもとにして，長鎖アルキル基を有さないTTF系ドナー分子と脂肪酸の混合分子系を開発し，酸素
置換型TTFドナー分子（BEDO－TTF，EOET－TTF，BEDO－STF）とベヘン酸のLB膜で高い電気伝導特性を見い
だした。特に，BEDO－TTFとベヘン酸の系が，LB膜として世界で始めて低温（約10K）まで金属的な温度特性
を示すことを明らかにした。これらのLB膜の構造と電子系の振る舞いを，X線回折，電子スピン共鳴，赤外吸
収スペクトル，直流電気伝導度の温度依存性などの測定を通じて明らかにした。
審査の結果の要旨
　本論文は，著者が世界で始めて開発した低温でも金属的な特性を示すLB膜の研究に関するものである。著者
は，これまで研究されてきたLB膜が何故低温で半導体的な電気伝導特性となるのか，その原因を明らかにする
ために，X線回折，赤外吸収，電子スピン共鳴などの様々な手法を駆使して，LB膜の構造，電子系の振る舞い
を明らかにしつつ，LB膜を構成する分子の不十分な両親媒性，長鎖アルキル基による面内充填構造が金属的電
気伝導を妨げる原因であることを突き止め，低温（約10K）でも金属特性を示すLB膜の開発に成功した。また，
一569一
開発したLB膜の物性の詳細を可能な隈りの手法によって明らかにした。
　本論文は，新物質開発に対する著者の優れた能力，独創性を示すものであり，伝導性LB膜の研究にブレーク
スルーを与えたものとして高く評価される。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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